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Lawinenfotodiode

Die Fotodiode BPYP 51 stellt eine p lanare Silizium-Lawi
nenfotodiode dar, die zur D etek tion  der sichtbaren — m it 
dem H ochfrequenz-Signal m odulierten — Strahlung sowie 
zur D etek tio n  der schnell ansteigenden Impulse dieser 
Strahlung vorgesehen ist. Sie kann ebenso zur Detektion 
der Infrarotstrahlung m it einer W ellenlänge von L < 900  nm 
verwendet werden.
Im  allgemeinen ist d ie  Law inenfotodiode BPYP 51 für 
professionelle Anwendungen bestimmt. Sie stellt in A n
näherung eine Ä quivalenz der Law inenfotodiode T IX L  83 
von der Firm a Texas Instrum ents dar.

Grenzwerte

Hellstrom
Sperrschichttem peratur
U m gebungstem peratur
Lagerungstem peratur

IL =  1 mA 
tj =  1503C
tamb =  - 4 0  • • • +  55°C 
ts,g =  - 4 0  . . . + 70°C

BPYP 51

A bhängigkeit der F o t ostrom verstärkung von der Polarisationsspan' 
nung einer in Sperrichtung betriebener Law inenfotodiode



Kenndaten

Param eter Sym
bol

Ein
heit

W ert M essbe
dingungenmin. typ. rnax.

1 2 3 4 5 6 7

D urchm esser 
des lichtem pfin
dlichen Gebietes

d mm - 0,2 - -

D urchbruch
spannung u BR V 55 65 90

Io =  100 pA 
Pc =  0

D unkclstrom nA - 5 15
M =  100 
Pe =  0

Tem peratur
koeffizient von 
Änderungen 
der D urch
bruchspannung

UT V/°C - 0,07 0,12 I0 =  100 pA 
Pe =  o 1)

Optimale Ver
stärkung des 
Fotostrom s M 0 -

200
100

400
200

- X  =  633 n m 2) 
X  =  850 nra

K apazität Ctot pF - 3,5 5
U R =  50 V 
f  =  1 M H z

1 | 2 3 4 5 6 7

Empfindlichkeit 
gegen m ono
chrom atische 
Strahlung

Sp. A /W 0,2 0,3 - X  —  633 nm 
U R =  20 V

Spektraler A r
beitsbereich AL nrn -

400 T- 
-P900 - -

G renzfrequenz fg M Hz 200 - -
X  =  633nnt
r l  =  50 n  
M =  Mo

>) U BR (55°C) -  U BR ( —40°C)
ccT = -------------------------------------------- [V/°C]

55 -  ( —40) '

2) Eine für die Leistung der m odulierten Strahlung Pc bestim m te 
Verstärkung, wobei diese Strahlung bei U R =  20 V einem  Effek
tivw ert des Fotostrom s Ipo =  0,1 nA  bewirkt sowie für U R, 
bei der der Effektivw ert von G eräuschspannung der Law inenfoto
diode, den Effektivw ert von G eräuschspannung der Dclektions- 
schaltung (die 0,1 pV beträgt), um 0,04 jiV übersteigt. D ie Messung 
der V erstärkung (M 0) w urde bei R L =  1 kf2, f  =  100 kH z und 
Af =  18 kH z ausgeführt.
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